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Кремний, наиболее распространенный электронный материал, имеет отличные электронные свойства, но не очень хорошие тепловые свойства. Было обнаружено, что графен имеет прекрасные теплопроводящие свойства в дополнение к уникальным электронным характеристикам [5]. Его теплопроводность (4840-5300 Вт/м∙К [5, 7]), что значительно выше, чем у изотопически чистого алмаза (3320Вт/м∙К [4]) и однослойных углеродных нанотрубок (3500 Вт/м∙К [1, 3, 10]). Первоначально, графен, возможно, будет использоваться в некоторых специфических целях, таких как теплоизоляционные материалы, интерфейс для чипов, электродов в фотоэлектрических солнечных элементах [2]. 
В тоже время, было выявлено  значительное снижение коэффициента теплопроводности  с увеличением количества слоёв, но даже в случае свободного четырёхслойного  графена  он остаётся на уровне 1300 Вт/м∙К. Тем не менее, наиболее вероятно, что при использовании графен будет находиться в контакте с другими материалами, вследствие чего значение коэффициента теплопроводности будет уменьшаться. В таких условиях однослойный графен показывает коэффициент теплопроводности около 600 Вт/м∙К [6]. Впрочем, даже при совместном действии двух указанных неблагоприятных факторов графен будет иметь преимущество над медью (коэффициент теплопроводности тонкой медной плёнки – 250 Вт/м∙К, а у никеля – 90 Вт/м∙К).

Аномально высокая теплопроводность графена 5000 Вт/м∙К. обусловлена его совершенной структурой с минимальным количеством дефектов. Механизм теплопроводности графена связан с распространением фононов, поэтому коэффициент теплопроводности определяется длиной пробега фонона, связанной либо с рассеянием на дефектах, либо с фонон-фононным взаимодействием. Если указанная длина пробега превышает размер образца, то имеет место баллистический перенос тепла, при котором фононы проскакивают сквозь графен, не испытывая рассеяния. Этому баллистическому механизму соответствует приведенный выше рекордный коэффициент теплопроводности [11].

В работе коэффициент теплопроводности определялся методом «Горячего Диска» на установке Hot Disk Thermal Conductivity Analyser TPS2500S.
Этот метод служит для нахождения значений коэффициента теплопроводности путем определения зависимости сопротивления от температуры. Коэффициент теплопроводности (К) может быть измерен для широкого диапазона температур (30К-1000K). Ошибка измерений: ± 2% [8, 9].

Система «горячего диска» работает по принципу размещения никелевого датчика, выполненного в форме тонкого диска, между двумя частями объект или материала, проходящими испытания.

Диск действует одновременно как источник тепла и как динамический датчик температуры. Постоянный электрический ток нагревает диск, и изменение температуры датчик регистрирует как функцию времени.

Полученные нами образцы, согласно данным рамановской спектроскопии, состояли из областей, в которых количество слоев варьировалось от 2-3 и более 14.

Известно, что графит состоит из графеновых слоев, отстоящих друг от друга на расстояние около 0.35 нм, при этом соседние слои оказывают огромное влияние на перенос фононов вдоль графенового слоя. Взаимодействие фононов с соседними слоями и с никелевой подложкой приводит к образованию дополнительного канала рассеяния, и соответственно к снижению коэффициента теплопроводности. 

Наибольшим коэффициентом теплопроводности характеризовался образец №5 (d(Ni) = 150 нм, t = 15 мин.). Это объясняется малым числом слоев (2-3) и незначительной толщиной никелевой пленки.
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